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ражающей плоскости выводят в п л о с -
к о с т ь , содержащую ось г о н и о м е т р а ,
вывод отражающей плоскости в к о с о -
симметричное б р э г г о в с к о е положение,
облучение входной поверхности к р и с -
талла пучком р е н т г е н о в с к и х лучей
источника со штриховым фокусом, р е -
гистрацию дифракционной картины на
ф о т о п л а с т и н к у , параллельную выход-
ной поверхности к р и с т а л л а , о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, ч т о , с целью 1

у с т р а н е н и я искажений метрики дифрак-
ционных топограмм и упрощения п о -
следующей обработки информации, п е -
ред облучением кристалла р е н т г е н о в с -
ким пучком располагают штрих фокуса
источника р е н т г е н о в с к и х лучей п а -
р а л л е л ь н о п л о с к о с т и , содержащей пря-
мой и дифрагированный пучки, поворо-
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Изобретение относится к исследо-

ванию кристаллов с помощью дифрак-

ции рентгеновских лучей и может

быть использовано в рентгеновской

трансмиссионной топографии при изу-

чении дефектов кристаллического

строения реальных кристаллов»

Известен способ рентгеновской ди-

фракционной топографии по методу

аномального прохождения с использо-

ванием симметричной лауэвской съем-

ки в широком пучке, включающий вы-

вод отражающей плоскости в симметрич-

ное брэгговское положение [13.

Недостатком способа является ма-

лая информативность о дефектах и их

распределении в объеме кристалла

вследствие того, что регистрируют

дифракционную картину, соответствую-

щую одному и тому же направлению

проектирования (среднему направлению

потока энергии) на выходную поверх-

ность кристалла даже при использо-

вании различных отражающих плоскос-

тей.

Наиболее близким техническим ре-

шением к изобретению является спо-

соб кососкмметричных съемок в широ-

ком рентгеновском пучке по методу

аномапьного прохождения, включающий

установку кристалла известной ори-

ентации в держателе на оси гониомет-

ра, предварительную его ориентиров-

ку, при которой нормаль поверхности

кристалла и нормаль отражающей

плоскости выводят в плоскость, со-

держащую ось гониометра, вывод отра-

жающей плоскости в кососимметричное

брэгговское положение, облучение

входной поверхности кристалла пуч-

ком рентгеновских лучей, источника

со штриховым фокусом, регистрацию

дифракционной картины на фотопластин-

ку, установленную параллельно выход-

ной поверхности кристалла. Способ

значительно расширяет проективные

возможности метода аномального про-

хождения и является предпочтительным

для количественных оценок, так как

позволяет получить набор топограмм

с изображением дефектов и картины

их распределения в объеме кристалла

в разных проекциях вследствие

изменения направления проектирования

благодаря изменению положения плос-

кости дифракции даже при использо-

вании одной и той же системы отра-

жающих плоскостей [2 Ц.
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Недостаток известного способа со-

стоит в том, что при сьемках в ши-

роком пучке метрика топограмм иска-

жается: выбранная на выходной по-

верхности кристалла прямоугольная

система координат трансформируется

в косоугольную, что нельзя не учиты-

вать при определении по топограм-

мам различных угловых величин, ха-

,
0
 рактеризуюгцих структуру кристалла.

Недостаток обусловлен тем, что учас-

ток (дуга), вырезаемый источником

рентгеновских лучей из конуса воз-

можных направлений падающих лучей,

удовлетворяющих закону Брэгга, не

перпендикулярен штриху фокуса, т.е.

плоскость дифракции - плоскость со-

держащая прямой и дифрагированный

пучки не параллельна линии штриха

фокуса.

Цель изобретения - устранение

искажения метрики дифракционных топо-

грамм и упрощение благодаря этому

последующей обработки информации.

Указанная цель достигается

тем, что согласно способу кососим-

метричных съемок в широком рентге-

новском пучке по методу аномально-

го прохождения, включающему уста-

новку известной ориентации в держа-

теле на оси гониометра, предвари-

тельную его ориентировку, при кото-

рой нормаль поверхности кристалла

и нормаль отражающей плоскости вы-

водят в плоскость, содержащую ось

35 гониометра, вывод отражающей плос-

кости в кососимметричное брэгговс-

кое положение, облучение входной

поверхности кристалла пучком рент-

геновских лучей источника со штри-

°̂ ховым фокусом и регистрацию дифрак-

ционной картины прямого и отражен-

ного пучков на фотопластинку, па-

раллельную выходной повррхности

кристалла, перед облучением крис-

*5 талла пучком рентгеновских лучей

располагают штрих фокуса источника

рентгеновских лучей параллельно

плоскости, содержащей прямой и ди-

фрагированный пучки, поворотом ис-

50 точника вокруг направления перЕично-

го пучка.

Предлагаемый способ был осущест-

влен на гониометре с вертикальной

55 осью и исходной ориентацией штриха

фокуса в экваториальной штоскос ти

гониометра, в котором креппрние

рентгеновской трубки (БСВ-11 Си) до-
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пускает пояорот ^е вокруї направле-
ния первичного пучка.

На чертеже покатана полюсная фи-
гура кристалла с нанесенным на ней
схематически попохением плоскости
дифракции ( ^-^е ^с ) относительно
нормали поверхности кристалла N и
штриха фокуса £ .

Исследуемую плоскопараллельную
пластинку монокристалла германия
с плоскостью поверхности f111J уста-
навливали в держателе на оси гони-
ометра. Для осуществления съемки
отражением от системы плоскостей
С?023 так, чтобы плоскость дифрак-

'ции составляла с нормалью поверх-
ности кристалла угол сГ 36°, про-
изводили предварительную его ориен-
тировку, при которой нормаль поверх-
ности кристалла N О 111 н нормаль
системы отражающих плоскостей п [202]
устанавливали в плоскость, содержа-
щую ось гониометра. Поворачивая крис-
талл вокруг его нормали [111] на
угол р =35°, затем вокруг вертикаль-25
ной оси гониометра [ 1 - і ] на угол

а£.=41,7° выводили нормаль [2021 в
отражающее положение. Затем, повер-
нув источник рентгеновских лучей
вокруг первичного пучка на угол \Я.\Г зо

1
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ными ячейками, изображение которой
накладывалось на изображение крис-
талла . Расстояние кристалп - фокус,
'ристалл - сетка, кристалп - пленка

5 соответственно были равны 200; l , S j
17 мм. Сравнение топограмм показало,
что в предлагаемом способе прямо-
угольные ячейки сетки остаются косо-
угольными.

J0 Значения поворотных углов крис-
талла р и с і для заданного положе-
ния плоскости дифракции относитель-
но ""нормали поверхности кристалла
определяли с помощью сетки Вульфа

15 по полюсной сЬигуре кристалла, или
рассчитывали по формулам

20

угла Я про-

тивоположен знаку угла р> ) f облучали
входную поверхность кристалла пучком
рентгеновских лучей и регистрирова-
ли прямой и дифрагированный пучки
на фотопластинку, установленную
параллельно выходной поверхности
кристалла. Для большей наглядности
характера метрики топограмм в предла-
гаемом и известном способах на пути
вышедших из кристалла пучков между
кристаллом и пленкой параллельно им
помещали медную сетку с прямоуголь-
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где 0 - брэгговский угол для дан-
ной системы отражающих плоскостей

. ( Є Ї 0 2 = 2 2 в 4 О ' ) .
Предлагаемый способ по сравнению

с известным позволяет получать ди-
фракционные топограммы без искаже-
ния их метрики, что повышает надеж-
ность и точность информации, полу-
чаемой из топограмм о дефектах крис-
талла, что важно как для изучения
свойств и поведения самих дефектов крис-
таллического строения в процессе того
или иного физического воздействия на
кристалл, так и для эксперименталь-
ного изучения характера изображения

.их полей деформации на топограммах.

Способ монет успешно использовать-
ся для изучения характера дислокаци-
онных структур, формирующихся в полу-
проводниковых кристаллах в процессе
их высокотемпературных деформаций.
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